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Memory has a trench in a substrate, an insulating cover layer on the filling of the trench, an 
epitaxial layer on the substrate and cover layer and trench insulation to isolate cells 
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BENZINGER H; FAUL J; KARCHER W; PUSCH C; SCHREMS M; 
TEMMLER D; 

2001-211377/200382 
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L03-G04A(Semiconductor memory elements) , L04-C12C(lsolating mesas, 
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(For memories e.g. dynamic RAM) , U12-Q(Device intended to be used as part 
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with capacitor store) 

(WO0117019A ) Novelty - Memory has a trench (115) in a substrate (105); an insulating cover layer 
(135) on the trench filling; an epitaxial layer (245) arranged on the substrate and the cover layer; and a 
trench insulation (250) that isolates neighboring cells from one another. The first word line (180) is 
arranged on the epitaxial layer, covers the trench and is surrounded by a first insulating sleeve (185). 
A second word line (190) is arranged on the trench insulation and is surrounded by a second 
insulating sleeve. A contact trench electrically connects the trench filling with the drain region (165). 
Detailed Description - An INDEPENDENT CLAIM is also included for a process for the production of 
the memory. 

Use - Production of integrated circuits and DRAMS. 

Advantage - The trench can be connected to a transistor suitable for a highly integrated cell field. 
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Description of Drawing(s) • The drawing shows a section through a DRAM cell. 
Substrate 105, Trench 115, Insulating cover layer 135, Drain region 165, First word line 180, First 
insulating sleeve 185, Second word line 190, Epitaxial layer 245, Trench insulation 250, Description 
of Drawing(s) - The drawing shows a section through a DRAM cell., Substrate 105, Trench 1 15, 
Insulating cover layer 135, Drain region 165, First word line 180, First insulating sleeve 185, Second 
word line 1 90, Epitaxial layer 245, Trench insulation 250 , Dwg.1/8 
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Show legal status actions 

Show ail claims 1 .Speicher mit einer Speicherzelle (100), die zumindest teilweise in einem Substrat 
(105) angeordnet ist und einen Transistor (160) mit einem Drain-Gebiet (165), einem SourceGebiet 
(170), einem Kanal (175) und einer zwischen SourceGebiet (170) und Drain-Gebiet (165) 
angeordneten ersten Wortleitung (180) sowie einen Grabenkondensator (110) mit innerer Elektrode 
(130), auBerer Elektrode (145) und dazwischen angeordneter dielektrischer Schicht (140) aufweist, - 
mit einem Graben (115) in dem Substrat (105), der mit einer leitenden Grabenfullung (130) zum Bilden 
der inneren Elektrode (130) des Grabenkondensators (110) aufgefullt ist; - mit einer isolierenden 
Deckschicht (135), die sich auf der leitenden Grabenfullung (130) befindet; - mit einer Epitaxieschicht 
(245), die auf dem Substrat (105) und zumindest teilweise auf der isolierenden Deckschicht (135) 
angeordnet ist und in welcher das SourceGebiet (170), das Drain-Gebiet (165) und der Kanal (175) 
des Transistors gebildet sind; - mit einer Grabenisolierung (250), die benachbarte Speicherzellen 
(100) voneinander isoliert; - wobei die erste Wortleitung (180) auf der Epitaxieschicht (245) 
angeordnet ist und teilweise den Graben (115) uberdeckt und von einer ersten Isolationshulle (185) 
umgeben ist; - mit einer zweiten Wortleitung (190), die auf der Grabenisolierung (250) angeordnet ist 
und von einer zweiten Isolationshulle (195) umgeben ist; und - mit einem Kontaktgraben (205), in dem 
sich ein selbstjustierter AnschluB (220) befindet, der die leitende Grabenfullung (130) mit dem Drain- 
Gebiet (165) elektrisch verbindet, wobei der Kontaktgraben (205) zwischen der ersten tionshulle (195) 
gebildet ist. t 



Application Number 


Filed 


Original Title 


DE1 999001 041 148 


1999-08-30 





§Title Terms: MEMORY TRENCH SUBSTRATE INSULATE COVER LAYER FILL TRENCH EPITAXIAL LAYER 
SUBSTRATE COVER LAYER TRENCH INSULATE ISOLATE CELL 



Pricing Current charges 



Copyright © 1997-2004 
The Thomson Corporation 



Derwent Searches: 



Boolean | Accession/Number | Advanced 



Data copyright Thomson Derwent 2003 



Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help 



https ://www.delphion.com/deiwen^ 1 994 1 1 48 A 1 &pshown= 1 9/1 3/2004 



